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摘 要

寬能隙氮化鎵化合物半導體材料在高頻、高功率微波應用比一般的三五族化合物半導體材料有許多的優點，特別是氮化鎵

高電子遷移率電晶體(HEMT)的高崩潰電壓可以承受十伏甚至上百伏的電壓。和砷化鎵、碳化矽或矽材料製作的元件相較

，雖然砷化鎵有較高的電子遷移率，但是砷化鎵在低電場時就達到峰值速度；至於碳化矽材料雖然可以承受高電場，但是

電子遷移速率太慢，峰值速度表現不如氮化鎵出色；而矽材料之電子速度在上述提及材料中速度是最慢的。 近年來，在氮

化鎵高電子遷移率電晶體(HEMT)的研究與製作都專注於氮化鋁鎵/氮化鎵的結構。氮化鋁加/氮化鎵高電子遷移率電晶

體(HEMT)在高頻、高功率微波應用非常合適的元件。其具有特殊的材料特性；藉由氮化鋁鎵/氮化鎵之能帶差與氮化鎵極

化效應可以產生二維電子氣層(2DEG)，其二維電子氣平板電子濃度（Sheet Carrier Concentration）可達到 以上。 本研究製

作Al0.25Ga0.75N/GaN高電子遷移率電晶體，使用電流電壓曲線量測儀器HP4155A量測元件特性後，進一步探

討Al0.25Ga0.75N/GaN高電子遷移率電晶體照光對於元件特性的影響。
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